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千-の影響 ‖廿路,安藤 ,松本,大川,御子柴 ),(2)MOS反転層, InAs穿開面反転
層内の電子等,表面の極く近くに局在した電子が,表面に沿って自由に動ける場合に見






























Blyholder さんの分子軌道法を周いてのニッケルのクラスター (原子数 6-13)

























寡 )o 吸着の被覆率によってLEED patternが変るのみでなく,金属からの電界で放
出される電子エネ/レギーのスペクトルも面白い変化をすることを,タングステンの
(100)面に水素が吸着したもの等について2年前にPlum erおよびBellが観測した.
またたとえば,タングステンの(100)面に水素をβ-1に吸着させておき,毎秒 20-
30度の割合で温度を上げて水素を脱離させると,450K付近で,あたかも素面上で水
素原子として吸着していたかのように,一次反応で3分の2が脱離し,550K付近で残
りの水素が2次反応で脱離する.このような現象は吸着水素原子間の interactionを適
当にとることによって説明しうることを,筆者は以前論 じたことがある.いずれにして
も脱離反応までをふくめて,吸着原子間の interactionの問題は広 く興味をもたれてお
り,鏑木さんのanalysisはそういった面からも貴重である｡
(1)および(2)K関しては,それぞれの sessionのさいかなり精しい討論があり,ことに
(1)の大部分については2日目の午後のsessionでかなり長時間討論されたので,詳細は
session別の報告を参照して頂きたい. (戸谷富之 )
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